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В данной работе мы показываем, как можно превратить оптический микроскоп в масочный литограф при помощи дешёвой и простой приставки. Предлагаемая технология микромасочной литографии не требует покупки дорогостоящего оборудования. Как и ранее созданная установка для производства Ван-дер-Ваальсовых гетероструктур [1], отличается своей компактностью, позволяющей просто интегрировать её в инертную атмосферу. Изготавливая хром-стеклянные контактные маски при помощи лучевого литографа, с помощью этой установки можно производить литографию любой формы с микронным разрешением. 
Для большинства слоящихся кристаллов (WSe2, MoS2, FeSe, чёрный фосфор и другие [2]) образцы атомной толщины получаются латеральным размером от 1 до 100 микрон, что позволяет использовать оптическую литографию при изготовлении микроструктур. Поскольку почти все эти материалы деградируют на воздухе, работу с ними желательно проводить в инертной атмосфере.
Существуют два вида литографии: лучевая и масочная.
Лучевая литография требует предварительных действий: изготовление системы меток на подложке, создание макета литографии, его совмещение с образцом и только потом засветка. Также процесс её интеграции в инертную атмосферу сложен и дорогостоящ [3]
Традиционная контактная масочная литография удобна в производстве множества идентичных образцов. Но для её использования нужно устройство совмещения-экспонирования (УСЭ). Как правило УСЭ рассчитаны на подложки диаметром 3''-6'', поэтому требуют большую механическую точность совмещения с системой меток и равномерную засветку по всей площади шаблона, что делает их дорогими и габаритными.
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      Для одиночных образцов размером нескольких сотен микрон можно использовать маски и подложки меньшего размера, уменьшая и удешевляя УСЭ.
На рис. 1 показана принципиальная схема и фотография нашей установки. 
В ней 405нм светодиод располагается на турели оптического микроскопа в отверстии для объектива. XYZR-столик располагается на держателе нижнего осветителя.
Система оптического совмещения маски и образца из микроскопа и XYZR-столика совместно с засвечиванием фоторезиста диодом позволяет значительно выиграть время при литографии. Совмещение маски с образцом требует несколько минут, а засветка всего образца УФ-диодом занимает 5-10с в зависимости от резиста. Если использовать готовую маску, то весь процесс литографии занимает менее 10 минут. Данную установку можно легко интегрировать в перчаточный бокс, её размер определяется размерами используемого для её изготовления микроскопа.
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